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【緒言】真空蒸着法を用いた薄膜作製において、薄膜構造は吸着・脱離・拡散といった薄膜形成初期過程に大

きく影響される。我々はこれまでに非破壊かつ高感度で付着量の in-situ 測定が可能な水晶振動子マイクロバラ

ンス法(QCM)を用いた有機薄膜の形成初期過程の解析を行ってきた[1]。本研究では、置換基の挿入により配向

性や大気安定性の向上が可能な quarter thiophene (α-4T)[2]および α-4T にアルキル基を挿入した α,ω-Di-octyl-

quarterThiophene  (C8-4T)について、PMDA-ODA 上における QCM 測定を行うことにより、アルキル側鎖が及

ぼす薄膜形成過程に対する影響を調査した。 

【実験】水晶振動子金電極基板（鏡面, 5 MHz）をアセトン中にて超音波洗浄を 10 分間×3 回行い、30 分間 UV/O3

洗浄した。その後、QCM 基板に絶縁膜としてポリイミド(PMDA-ODA)前駆体の DMF 溶液をスピンコート法

で成膜し、1 時間焼成することでイミド化した。α-4T および C8-4T は、5.0×10⁻⁴ Pa 以下の真空中で蒸着した。

入射分子頻度は、チラーにより 0 ℃に温度制御した水晶振動子膜厚計でモニタし、0.01 Å/s になるよう制御し

た。測定用 QCM 基板はセラミックヒーターにより α-4T にて 30 ℃, 32 ℃, 33 ℃, 34 ℃、C8-4T にて 20 ℃, 25 ℃

に制御して付着挙動の測定を行った。 

【結果・考察】Fig. 1 (a)に基板温度 30, 32, 33, 34 ℃にお

けるα-4Tの付着挙動を、Fig. 1(b)に基板温度20 ℃, 25 ℃

における C8-4T の付着挙動を示す。α-4T では蒸着開始

後徐々に付着速度が低下していき、再び上昇に転じる

階段状の付着挙動が見られている。これはペンタセン

の薄膜成長初期と同様の傾向であり[3]、分子が不安定

状態から準安定状態を経て安定状態に遷移し、定常成

長に移行する過程に相当すると考えられる。一方で C8-

4T では、分子供給開始直後における付着速度が α-4T

とは異なり直線的であった。α-4T および C8-4T におい

て使用基板および成長条件は同一であることから、こ

の直線的な立ち上がりは、C8-4T が有するアルキル鎖

の影響によるものであると考えられる。詳細な解析に

ついては当日報告する。 
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Fig. 1  Time evolution of adsorption amount of (a) α-4T molecules
and (b) C8-4T molecules.  
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